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(57)【要約】
【課題】画像品位に優れた液晶表示パネルを提供する。
【解決手段】マトリクス状に配列された複数の画素ＰＩ
Ｘを有する液晶表示パネルＬＣＰであって、複数の画素
ＰＩＸの各々に設けられ、ゲート電極Ｇ、ソース電極Ｓ
、ドレイン電極Ｄ及び半導体層ＳＣを有する薄膜トラン
ジスタＴＲと、ゲート電極Ｇと同層に形成され、ゲート
電極Ｇと電気的に接続された走査線ＧＬと、ソース電極
Ｓ及びドレイン電極Ｄの少なくとも一方と同層に形成さ
れた遮光体ＳＬＤとを備え、半導体層ＳＣは、ゲート絶
縁層ＧＩを介して走査線ＧＬの上方に形成され、遮光体
ＳＬＤは、走査線ＧＬの上方、かつ、半導体層ＳＣの側
方に位置し、遮光体ＳＬＤと走査線ＧＬとは、ゲート絶
縁層ＧＩに形成されたコンタクトホールＣＨを介して接
続されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配列された複数の画素を有する液晶表示パネルであって、
　前記複数の画素の各々に設けられ、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極及び半導体
層を有する薄膜トランジスタと、
　前記ゲート電極と同層に形成され、前記ゲート電極と電気的に接続された走査線と、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方と同層に形成された第１遮光体
とを備え、
　前記半導体層は、絶縁層を介して前記走査線の上方に形成され、
　前記第１遮光体は、前記走査線の上方、かつ、前記半導体層の側方に位置し、
　前記第１遮光体と前記走査線とは、前記絶縁層に形成されたコンタクトホールを介して
接続されている、
　液晶表示パネル。
【請求項２】
　平面視において、前記第１遮光体は、前記走査線の幅方向の端部と前記半導体層との間
に位置する、
　請求項１に記載の液晶表示パネル。
【請求項３】
　前記第１遮光体は、前記絶縁層の上に位置する第１遮光部と、前記コンタクトホール内
に位置する第２遮光部とを含む、
　請求項１又は２に記載の液晶表示パネル。
【請求項４】
　前記走査線の幅方向における前記第１遮光部の外側先端部は、前記走査線の上に位置す
る、
　請求項３に記載の液晶表示パネル。
【請求項５】
　前記第１遮光部は、前記絶縁層の上面に沿った上壁面を有し、
　前記第２遮光部は、前記コンタクトホールの内面に沿った側壁面を有し、
　断面視において、前記走査線の幅方向における前記上壁面の長さは、前記側壁面の長さ
よりも長い、
　請求項３又は４に記載の液晶表示パネル。
【請求項６】
　前記コンタクトホールの内側面は、傾斜面である、
　請求項３～５のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項７】
　平面視において、前記第１遮光体は、前記半導体層を挟んで一対形成されている、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項８】
　一対の前記第１遮光体は、前記走査線の幅方向に並んでいる、
　請求項７に記載の液晶表示パネル。
【請求項９】
　平面視において、前記第１遮光体は、前記半導体層を囲んでいる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項１０】
　前記走査線の幅方向の端部の側面は、傾斜面である、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項１１】
　さらに、前記第１遮光体を覆う第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜を覆う第２絶縁膜とを備
え、
　前記第２絶縁膜の屈折率は、前記第１絶縁膜の屈折率よりも小さい、



(3) JP 2019-101116 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

　請求項１０に記載の液晶表示パネル。
【請求項１２】
　さらに、前記半導体層を覆う第２遮光体を備える、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【請求項１３】
　前記第２遮光体は、アモルファスシリコンによって構成されている、
　請求項１２に記載の液晶表示パネル。
【請求項１４】
　前記半導体層は、アモルファスシリコンによって構成されている、
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液晶表示パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルを用いた液晶表示装置は、低消費電力で画像を表示することができるため、
テレビ又はモニタ等の画像表示装置として利用されている。
【０００３】
　液晶表示パネルは、画素電極及び薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が形成されたＴＦＴ基板と、ＴＦＴ基板に対向する対向基板と、Ｔ
ＦＴ基板と対向基板との間に配置された液晶層とを備えている。液晶表示パネルでは、画
素毎に設けられた画素電極によって液晶層による光透過率を画素毎に制御することで画像
を表示している（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１１４３７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　液晶表示装置では、薄膜トランジスタの半導体層に迷光が入射することがある。薄膜ト
ランジスタの半導体層に光が入射すると、ＴＦＴ特性が変化し、液晶表示装置の画像品位
が低下する。
【０００６】
　本開示は、このような課題を解決するためになされたものであり、画像品位に優れた液
晶表示パネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本開示に係る液晶表示パネルの一態様は、マトリクス状に
配列された複数の画素を有する液晶表示パネルであって、前記複数の画素の各々に設けら
れ、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極及び半導体層を有する薄膜トランジスタと、
前記ゲート電極と同層に形成され、前記ゲート電極と電気的に接続された走査線と、前記
ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一方と同層に形成された第１遮光体とを備
え、前記半導体層は、絶縁層を介して前記走査線の上方に形成され、前記第１遮光体は、
前記走査線の上方、かつ、前記半導体層の側方に位置し、前記第１遮光体と前記走査線と
は、前記絶縁層に形成されたコンタクトホールを介して接続されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示に係る液晶表示パネルによれば、薄膜トランジスタの半導体層に光が入射するこ
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とを抑制できるので、画像品位が低下することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係る液晶表示装置の概略構成を模式的に示す図である。
【図２】実施の形態１に係る液晶表示パネルの画素回路を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る液晶表示パネルの画素の構成を示す平面図である。
【図４】図３のIV－IV線における実施の形態１に係る液晶表示パネルの断面図である。
【図５】図３のV－V線における実施の形態１に係る液晶表示パネルの断面図である。
【図６】従来の液晶表示パネルの構成を示す断面図である。
【図７】図６の破線で囲まれる領域VIIにおける従来の液晶表示パネルの拡大断面図であ
る。
【図８】実施の形態１に係る液晶表示パネルにおいて、薄膜トランジスタの半導体層に向
かう光の光路の一例を示す図である。
【図９】実施の形態２に係る液晶表示パネルの断面図である。
【図１０】変形例１に係る液晶表示パネルの断面図である。
【図１１】変形例２に係る液晶表示パネルの画素の構成を示す平面図である。
【図１２】変形例３に係る液晶表示パネルの画素の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、い
ずれも本開示の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示
される、数値、形状、材料、構成要素、及び、構成要素の配置位置や接続形態などは、一
例であって本開示を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素
のうち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、
任意の構成要素として説明される。
【００１１】
　各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、各図にお
いて縮尺等は必ずしも一致していない。また、各図において、実質的に同一の構成に対し
ては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
【００１２】
　（実施の形態１）
　まず、液晶表示パネルＬＣＰを用いた液晶表示装置ＬＣＤの概略構成について、図１及
び図２を用いて説明する。図１は、実施の形態１に係る液晶表示装置ＬＣＤの概略構成を
模式的に示す図である。図２は、実施の形態１に係る液晶表示パネルＬＣＰの画素回路を
示す図である。
【００１３】
　液晶表示装置ＬＣＤは、静止画像又は動画像を表示する画像表示装置の一例であって、
図１に示すように、液晶表示パネルＬＣＰと、液晶表示パネル駆動回路ＰＤＣ（ソースド
ライバＳＤＣ、ゲートドライバＧＤＣ）と、バックライトＢＬと、画像処理部ＩＰＵとを
備える。
【００１４】
　液晶表示パネルＬＣＰは、バックライトＢＬの光出射側に配置される。液晶表示パネル
ＬＣＰは、画像表示領域ＤＳＰにカラー画像又はモノクロ画像を表示する。液晶表示パネ
ルＬＣ１の駆動方式は、例えばＩＰＳ又はＦＦＳ等の横電界方式である。また、液晶表示
パネルＬＣＰは、例えば、ノーマリーブラック方式により電圧の制御が行われるが、電圧
制御の方式は、ノーマリーブラック方式に限らない。
【００１５】
　図１及び図２に示すように、液晶表示パネルＬＣＰは、マトリクス状に配列された複数
の画素ＰＩＸを有する。画像が表示される画像表示領域ＤＳＰは、マトリクス状に配列さ
れた複数の画素ＰＩＸによって構成されている。
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【００１６】
　図２に示すように、複数の画素ＰＩＸの各々には、薄膜トランジスタＴＲが設けられて
いる。薄膜トランジスタＴＲは、ゲート電極Ｇ、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄを有す
る。
【００１７】
　また、各画素ＰＩＸには、画素電極ＰＩＴ及び共通電極ＭＩＴが設けられている。本実
施の形態において、画素電極ＰＩＴは、各画素ＰＩＸに１つずつ設けられている。一方、
共通電極ＭＩＴは、画像表示領域ＤＳＰの全ての画素ＰＩＸに共通する１つの平面状の電
極であり、画像表示領域ＤＳＰの全体に形成されている。
【００１８】
　図２に示すように、液晶表示パネルＬＣＰには、行方向に延在する複数の走査線（ゲー
ト線）ＧＬと、行方向に直交する列方向に延在する複数の映像信号線（ソース線）ＳＬと
が形成されている。
【００１９】
　複数の走査線ＧＬの各々は、列方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸの境界部ごとに設けら
れている。本実施の形態において、走査線ＧＬは、列方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸの
境界部ごとに１本ずつ設けられている。
【００２０】
　各走査線ＧＬは、行方向に配列された複数の画素ＰＩＸの各々の薄膜トランジスタＴＲ
と接続されている。具体的には、各走査線ＧＬは、各画素ＰＩＸにおいて、薄膜トランジ
スタＴＲのゲート電極Ｇと接続されている。
【００２１】
　複数の映像信号線ＳＬは、行方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸの境界部ごとに設けられ
ている。本実施の形態において、映像信号線ＳＬは、行方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸ
の境界部ごとに１本ずつ設けられている。
【００２２】
　各映像信号線ＳＬは、列方向に配列された複数の画素ＰＩＸの各々の薄膜トランジスタ
ＴＲと接続されている。具体的には、各映像信号線ＳＬは、各画素ＰＩＸにおいて、薄膜
トランジスタＴＲのドレイン電極Ｄに接続されている。つまり、本実施の形態において、
映像信号線ＳＬは、ドレイン線である。
【００２３】
　なお、各画素ＰＩＸにおいて、薄膜トランジスタＴＲのソース電極Ｓは、画素電極ＰＩ
Ｔに接続されている。
【００２４】
　図１に示すように、液晶表示パネルＬＣＰには、入力された映像信号に応じた画像を表
示するために、液晶表示パネル駆動回路ＰＤＣが接続されている。液晶表示パネル駆動回
路ＰＤＣは、ソースドライバＳＤＣ及びゲートドライバＧＤＣを含む。ソースドライバＳ
ＤＣ及びゲートドライバＧＤＣは、例えばドライバＩＣ（ＩＣパッケージ）であり、プリ
ント配線基板に実装されている。ソースドライバＳＤＣが実装されたプリント配線基板及
びゲートドライバＧＤＣが実装されたプリント配線基板は、ＦＦＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　
Ｆｌａｔ　Ｃａｂｌｅ）又はＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃａｂｌｅ）
等のフレキシブル配線基板を介して液晶表示パネルＬＣＰに接続される。
【００２５】
　図２に示すように、ソースドライバＳＤＣは、液晶表示パネルＬＣＰの映像信号線ＳＬ
に接続されている。ソースドライバＳＤＣは、ゲートドライバＧＤＣによる走査線ＧＬの
選択に合わせて、画像処理部ＩＰＵから入力される映像信号に応じた電圧（データ電圧）
を映像信号線ＳＬに供給する。
【００２６】
　ゲートドライバＧＤＣは、走査線ＧＬに接続されている。ゲートドライバＧＤＣは、画
像処理部ＩＰＵから入力されるタイミング信号に応じて映像信号を書き込む画素ＰＩＸを
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選択し、選択した画素ＰＩＸの薄膜トランジスタＴＲをオンする電圧（ゲートオン電圧）
を走査線ＧＬに供給する。これにより、選択された画素ＰＩＸの画素電極ＰＩＴには、薄
膜トランジスタＴＲを介してデータ電圧が供給される。なお、共通電極ＭＩＴには、コモ
ンドライバ（図示せず）から共通電圧が供給される。
【００２７】
　このように、ゲートドライバＧＤＣからゲートオン電圧が走査線ＧＬに供給されると、
選択された画素ＰＩＸの薄膜トランジスタＴＲがオンし、この薄膜トランジスタＴＲに接
続された映像信号線ＳＬからデータ電圧が画素電極ＰＩＴに供給される。そして、画素電
極ＰＩＴに供給されたデータ電圧と共通電極ＭＩＴに供給された共通電圧との差により液
晶層に電界が生じる。この電界により各画素ＰＩＸにおける液晶層の液晶分子の配向状態
が変化し、液晶表示パネルＬＣＰを通過するバックライトＢＬの光の透過率が画素ＰＩＸ
ごとに制御される。これにより、液晶表示パネルＬＣＰの表示領域（画素領域）に所望の
画像が表示される。
【００２８】
　バックライトＢＬは、図１に示すように、液晶表示パネルＬＣＰの背面側に配置されて
おり、液晶表示パネルＬＣＰに向けて光を照射する。本実施の形態において、バックライ
トＢＬは、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を光源とするＬＥＤバ
ックライトであるが、これに限るものではない。また、バックライトＢＬは、液晶表示パ
ネルＬＣＰに対面するようにＬＥＤが基板上に二次元状に配列された直下型のＬＥＤバッ
クライトであるが、エッジ型であってもよい。バックライトＢＬは、平面状の均一な散乱
光（拡散光）を照射する面発光ユニットである。この場合、バックライトＢＬは、光源か
らの光を拡散させるために拡散板（拡散シート）等の光学部材を有していてもよい。
【００２９】
　画像処理部ＩＰＵは、ＣＰＵ等の演算処理回路と、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリとを備え
る制御装置である。画像処理部ＩＰＵには、液晶表示パネルＬＣＰに表示するための画像
データが入力される。画像処理部ＩＰＵは、ＣＰＵがメモリに格納されたプログラムを読
み出して実行することにより各種の処理を実行する。具体的には、画像処理部ＩＰＵは、
外部のシステム（図示せず）から入力された映像データに対して色調整等の各種の画像信
号処理を行って各画素ＰＩＸの階調値を示す映像信号と各画素ＰＩＸに映像信号を書き込
むタイミングを示すタイミング信号とを生成し、映像信号をソースドライバＳＤＣに出力
するとともにタイミング信号をゲートドライバＧＤＣに出力する。
【００３０】
　次に、液晶表示パネルＬＣＰの具体的な構造について、図３～図５を用いて説明する。
図３は、実施の形態１に係る液晶表示パネルＬＣＰの画素ＰＩＸの構成を示す平面図であ
る。図４は、図３のIV－IV線における同液晶表示パネルＬＣＰの断面図である。図５は、
図３のV－V線における同液晶表示パネルＬＣＰの断面図である。
【００３１】
　図３に示すように、各画素ＰＩＸは、行方向に延在する走査線ＧＬと列方向に延在する
映像信号線ＳＬとによって囲まれる領域である。各画素ＰＩＸには、画素電極ＰＩＴが設
けられている。
【００３２】
　図３に示すように、画素電極ＰＩＴは、列方向に延在する複数本のライン電極ＰＩＴＬ
を有する。複数本のライン電極ＰＩＴＬの長手方向の両端部は、走査線ＧＬの近傍におい
て行方向に沿って延在する連結電極ＰＩＴＣによって連結されている。各画素電極ＰＩＴ
において、全てのライン電極ＰＩＴＬは、同一の幅及び同一の間隔で、互いに平行に形成
されている。なお、本実施の形態において、各ライン電極ＰＩＴＬは、直線状に形成され
ているが、中央部に屈曲部を有する略「く」の字状に形成されていてもよい。
【００３３】
　図４及び図５に示すように、液晶表示パネルＬＣＰは、第１基板ＳＵＢ１と、第１基板
ＳＵＢ１に対向する第２基板ＳＵＢ２と、第１基板ＳＵＢ１と第２基板ＳＵＢ２との間に
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配置された液晶層ＬＣＬとを備えている。本実施の形態において、第１基板ＳＵＢ１がバ
ックライトＢＬ側に位置し、第２基板ＳＵＢ２が観察者側に位置する。液晶層ＬＣＬは、
第１基板ＳＵＢ１と第２基板ＳＵＢ２との間に封止されている。
【００３４】
　第１基板ＳＵＢ１は、薄膜トランジスタＴＲとしてＴＦＴを有するＴＦＴ基板である。
また、第１基板ＳＵＢ１には、薄膜トランジスタＴＲだけではなく、映像信号線ＳＬ及び
走査線ＧＬ等の各種配線、これらの配線間を絶縁する層間絶縁膜、画素電極ＰＩＴ、共通
電極ＭＩＴ及び配向膜ＰＩ等が設けられている。これらは、第１透明基材ＴＳＵＢ１に形
成される。第１透明基材ＴＳＵＢ１は、例えば、ガラス基板等の透明基板である。
【００３５】
　第１透明基材ＴＳＵＢ１に形成された薄膜トランジスタＴＲは、ゲート電極Ｇと、ソー
ス電極Ｓと、ドレイン電極Ｄと、チャネル層となる半導体層ＳＣとを有する。図５に示す
ように、薄膜トランジスタＴＲは、ボトムゲート構造のＴＦＴであり、第１透明基材ＴＳ
ＵＢ１の上に形成されたゲート電極Ｇと、ゲート電極Ｇの上に形成されたゲート絶縁層Ｇ
Ｉと、ゲート絶縁層ＧＩを介してゲート電極Ｇの上方に形成された半導体層ＳＣとによっ
て構成されている。
【００３６】
　本実施の形態において、ゲート電極Ｇは、走査線ＧＬの一部であり、半導体層ＳＣは、
ゲート絶縁層ＧＩを介して走査線ＧＬの上に形成されている。また、ソース電極Ｓ及びド
レイン電極Ｄは、半導体層ＳＣの上に形成されている。
【００３７】
　ゲート電極Ｇ、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄは、金属材料等の導電材料によって構
成されている。ゲート電極Ｇは、例えば、下層のモリブデン膜（例えば１０ｎｍ）と上層
の銅膜（例えば３００ｎｍ）との２層構造からなる金属膜によって構成されている。また
、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄは、例えば、下層のモリブデン膜（例えば２０ｎｍ）
と上層の銅膜（例えば３００ｎｍ）との２層構造からなる金属膜によって構成されている
。ゲート電極Ｇ、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄは、スパッタ等によって金属膜を成膜
し、フォトリソグラフィ法及びウェットエッチング法を用いて金属膜をパターニングする
ことで、所定形状に形成することができる。なお、本実施の形態において、ソース電極Ｓ
とドレイン電極Ｄとは同層に形成されているので、ソース電極Ｓとドレイン電極Ｄとは、
同じ金属膜を同時にパターニングすることによって形成される。
【００３８】
　半導体層ＳＣは、アモルファスシリコンによって構成されている。半導体層ＳＣは、例
えば、下層のｉ－アモルファスシリコン膜（例えば１５５ｎｍ）と上層のｎ－アモルファ
スシリコン膜（例えば２５ｎｍ）との２層構造からなる半導体膜によって構成されている
。この場合、プラズマＣＶＤ等によってｎ－アモルファスシリコン膜とｉ－アモルファス
シリコン膜を順次成膜して積層膜を形成し、フォトリソグラフィ法及びウェットエッチン
グ法を用いて積層膜をパターニングすることで、所定形状の半導体層ＳＣを形成すること
ができる。
【００３９】
　ゲート絶縁層ＧＩは、絶縁材料によって構成されている。ゲート絶縁層ＧＩは、例えば
、窒化シリコン膜（例えば３９０ｎｍ）によって構成されている。ゲート絶縁層ＧＩは、
プラズマＣＶＤ等によって成膜することができる。
【００４０】
　なお、ゲート電極Ｇ、ソース電極Ｓ、ドレイン電極Ｄ、半導体層ＳＣ及びゲート絶縁層
ＧＩの材料は、これらに限定されるものではない。例えば、半導体層ＳＣの材料としては
、アモルファスシリコンに限るものではなく、低温ポリシリコン等のポリシリコン又はＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体等を用いてもよい。また、ゲート電極Ｇ、ソース電極
Ｓ、ドレイン電極Ｄ及び半導体層ＳＣは、２層で構成されるものに限らず、単層で構成さ
れていてもよいし、３層以上で構成されていてもよい。また、ゲート絶縁層ＧＩも、単層



(8) JP 2019-101116 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

で構成されるものに限らず、２層以上で構成されていてもよい。
【００４１】
　また、図３～図５に示すように、第１基板ＳＵＢ１には、走査線ＧＬ及び映像信号線Ｓ
Ｌが形成されている。走査線ＧＬは、ゲート電極Ｇと同層に形成されている。つまり、走
査線ＧＬとゲート電極Ｇとは、同じ金属膜を同時にパターニングすることによって形成さ
れる。一方、映像信号線ＳＬは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄと同層に形成されてい
る。つまり、映像信号線ＳＬとソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄとは、同じ金属膜を同時
にパターニングすることによって形成される。なお、図３に示すように、本実施の形態に
おいて、薄膜トランジスタＴＲのドレイン電極Ｄは、映像信号線ＳＬに接続されており、
薄膜トランジスタＴＲのソース電極Ｓは、画素電極ＰＩＴに接続されている。
【００４２】
　図３及び図５に示すように、第１基板ＳＵＢ１には、遮光体ＳＬＤが設けられている。
遮光体ＳＬＤは、半導体層ＳＣの側方に設けられており、薄膜トランジスタＴＲの半導体
層ＳＣに向かう光を遮光する。遮光体ＳＬＤは、半導体層ＳＣに向かう光を遮光すること
で半導体層ＳＣをガードするガード構造を有する。
【００４３】
　遮光体ＳＬＤは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの少なくとも一方と同層に形成され
ている。本実施の形態では、ソース電極Ｓとドレイン電極Ｄとが同層に形成されているの
で、遮光体ＳＬＤは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの両方と同層に形成されている。
したがって、遮光体ＳＬＤは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄと同じ材料によって構成
されている。本実施の形態において、遮光体ＳＬＤとソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄと
は、例えば同じ金属膜をパターニングすることによって形成される。つまり、遮光体ＳＬ
Ｄは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄと同様に金属膜あり、遮光体ＳＬＤに入射する光
を反射することで遮光する反射膜である。具体的には、遮光体ＳＬＤは、下層のモリブデ
ン膜（例えば２０ｎｍ）と上層の銅膜（例えば３００ｎｍ）との２層構造からなる金属膜
によって構成されている。なお、遮光体ＳＬＤとソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄとは、
分離して形成されている。
【００４４】
　図５に示すように、遮光体ＳＬＤは、走査線ＧＬの上方に設けられている。具体的には
、遮光体ＳＬＤは、走査線ＧＬに積層されたゲート絶縁層ＧＩの上に形成されている。遮
光体ＳＬＤと走査線ＧＬとは、ゲート絶縁層ＧＩに形成されたコンタクトホールＣＨを介
して接続されている。つまり、遮光体ＳＬＤは、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄとは電
気的に接続されていないが、走査線ＧＬとは電気的に接続されている。コンタクトホール
ＣＨは、フォトリソグラフィ法及びエッチング法によりゲート絶縁層ＧＩに形成されたス
ルーホールである。
【００４５】
　本実施の形態において、遮光体ＳＬＤは、ゲート絶縁層ＧＩの上に位置する部分である
第１遮光部ＳＬＤＰ１と、コンタクトホールＣＨ内に位置する部分である第２遮光部ＳＬ
ＤＰ２とを含む。
【００４６】
　第１遮光部ＳＬＤＰ１は、第２遮光部ＳＬＤＰ２の上部から水平方向に張り出すように
ひさし状に形成されている。第１遮光部ＳＬＤＰ１は、ゲート絶縁層ＧＩの上面に沿って
形成された第１遮光膜であり、ゲート絶縁層ＧＩの上面に沿った上壁面（上遮光面）を有
する。つまり、第１遮光部ＳＬＤＰ１の上壁面は、ゲート絶縁層ＧＩの上面に接触してい
る。
【００４７】
　第２遮光部ＳＬＤＰ２は、ゲート絶縁層ＧＩを介して形成された第１遮光部ＳＬＤＰ１
と走査線ＧＬとを連結させる連結部である。第２遮光部ＳＬＤＰ２は、コンタクトホール
ＣＨを埋め込むように形成された第２遮光膜であり、コンタクトホールＣＨの内側面に沿
った側壁面（横遮光面）を有する。つまり、第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面は、コンタク
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トホールＣＨの内側面に接触している。
【００４８】
　本実施の形態において、コンタクトホールＣＨは、等方エッチングによって形成される
ため、上から下に向かって内径が漸次小さくなる順テーパ状である。したがって、コンタ
クトホールＣＨの内側面は、傾斜面となっている。これにより、コンタクトホールＣＨ内
に形成される第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面も傾斜面となる。
【００４９】
　また、走査線ＧＬの幅方向（列方向）における第１遮光部ＳＬＤＰ１の上壁面の長さ（
第２遮光部ＳＬＤＰ２から水平方向への突出量）は、第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面の長
さよりも長くなっている。図３に示すように、本実施の形態において、第１遮光部ＳＬＤ
Ｐ１は、第２遮光部ＳＬＤＰ２の上部から全方位に突出するように形成されており、全方
位において、第１遮光部ＳＬＤＰ１の上壁面の長さが第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面の長
さよりも長くなっている。
【００５０】
　図３に示すように、本実施の形態における遮光体ＳＬＤは、平面視において、走査線Ｇ
Ｌの幅方向の端部と半導体層ＳＣとの間に位置している。具体的には、図３及び図５に示
すように、走査線ＧＬの幅方向における第１遮光部ＳＬＤＰ１の外側先端部は、走査線Ｇ
Ｌの上に位置している。つまり、走査線ＧＬの幅方向における第１遮光部ＳＬＤＰ１の外
側先端部は、走査線ＧＬの幅方向の端部から後退した位置に存在している。
【００５１】
　また、本実施の形態において、遮光体ＳＬＤは、半導体層ＳＣを挟んで一対形成されて
いる。一対の遮光体ＳＬＤは、走査線ＧＬの幅方向に並んでいる。つまり、半導体層ＳＣ
は、一対の遮光体ＳＬＤの間に位置している。
【００５２】
　本実施の形態において、半導体層ＳＣは、走査線ＧＬの長手方向（画素ＰＩＸの行方向
）に延在する長尺状であるので、一対の遮光体ＳＬＤは、走査線ＧＬの長手方向に延在し
ている。具体的には、走査線ＧＬの長手方向において、各遮光体ＳＬＤの長さは、半導体
層ＳＣの長さよりも長くなっている。つまり、走査線ＧＬの長手方向における遮光体ＳＬ
Ｄの長さは、走査線ＧＬの長手方向における半導体層ＳＣの長さよりも長くなっている。
【００５３】
　遮光体ＳＬＤは、第１絶縁膜ＰＡＳによって覆われている。第１絶縁膜ＰＡＳは、薄膜
トランジスタＴＲ、走査線ＧＬ、映像信号線ＳＬ及び遮光体ＳＬＤを覆うように、第１透
明基材ＴＳＵＢ１の上方に形成されている。具体的には、第１絶縁膜ＰＡＳは、走査線Ｇ
Ｌ及びゲート電極Ｇを含む配線層と、映像信号線ＳＬ、ソース電極Ｓ、ドレイン電極Ｄ及
び遮光体ＳＬＤを含む配線層と、半導体層ＳＣを含む層とを覆うように、ゲート絶縁層Ｇ
Ｉ上の全面に形成されている。第１絶縁膜ＰＡＳは、例えば、窒化シリコン膜等の無機材
料からなる無機絶縁膜（例えば２００ｎｍ）によって構成されている。無機絶縁膜である
第１絶縁膜ＰＡＳは、例えばプラズマＣＶＤ等によって成膜することができる。
【００５４】
　さらに、第１絶縁膜ＰＡＳを覆うように第２絶縁膜ＯＰＡＳが形成されている。本実施
の形態において、第２絶縁膜ＯＰＡＳの厚さは、第１絶縁膜ＰＡＳの厚さよりも厚い。具
体的には、第２絶縁膜ＯＰＡＳの厚さは、第１絶縁膜ＰＡＳの厚さの１０倍以上であり、
一例として、３０００ｎｍである。これにより、走査線ＧＬ及び映像信号線ＳＬ等の配線
と共通電極ＭＩＴとの間の厚み方向の距離を大きくすることができるので、走査線ＧＬ及
び映像信号線ＳＬ等の配線と共通電極ＭＩＴとで形成される寄生容量を軽減することがで
きる。しかも、第２絶縁膜ＯＰＡＳを厚くすることで、薄膜トランジスタＴＲ、走査線Ｇ
Ｌ及び映像信号線ＳＬを形成することで生じるＴＦＴ層の凹凸差を軽減してＴＦＴ層を平
坦化することができる。これにより、表面が平坦化された第２絶縁膜ＯＰＡＳを形成する
ことができるので、第２絶縁膜ＯＰＡＳの直上の共通電極ＭＩＴを平坦な平面状に形成す
ることができる。
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【００５５】
　本実施の形態において、第２絶縁膜ＯＰＡＳは、炭素を含む有機材料からなる有機絶縁
膜によって構成されている。有機絶縁膜である第２絶縁膜ＯＰＡＳは、例えば液状の有機
材料を塗布して硬化することによって形成することができる。これにより、第２絶縁膜Ｏ
ＰＡＳを容易に厚膜化することができるので、全ての画素ＰＩＸにわたって第２絶縁膜Ｏ
ＰＡＳの表面を容易に平坦にすることができる。つまり、第２絶縁膜ＯＰＡＳは、平坦化
層として機能している。
【００５６】
　なお、第１絶縁膜ＰＡＳの上に積層される第２絶縁膜ＯＰＡＳの屈折率は、第１絶縁膜
ＰＡＳの屈折率よりも小さい。例えば、第２絶縁膜ＯＰＡＳの屈折率は、１．５で、第１
絶縁膜ＰＡＳの屈折率は、１．９である。また、第１絶縁膜ＰＡＳの下に積層されるゲー
ト絶縁層ＧＩの屈折率は、第１絶縁膜ＰＡＳの屈折率と同等であり、例えば、１．５であ
る。
【００５７】
　また、第１基板ＳＵＢ１には、共通電極ＭＩＴ及び画素電極ＰＩＴが形成されている。
具体的には、共通電極ＭＩＴ及び画素電極ＰＩＴは、第３絶縁膜ＵＰＳを介して対向して
積層されている。
【００５８】
　本実施の形態において、共通電極ＭＩＴは、第２絶縁膜ＯＰＡＳの上に形成されている
。そして、共通電極ＭＩＴを覆うように第３絶縁膜ＵＰＳが形成され、第３絶縁膜ＵＰＳ
の上に画素電極ＰＩＴが所定形状で形成されている。共通電極ＭＩＴ及び画素電極ＰＩＴ
は、例えば、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）等の透
明金属酸化物によって構成された透明電極である。また、第３絶縁膜ＵＰＳは、例えば、
窒化シリコン膜等の無機絶縁膜（例えば６００ｎｍ）によって構成されている。無機絶縁
膜である第３絶縁膜ＵＰＳは、例えばプラズマＣＶＤ等によって成膜することができる。
【００５９】
　上述のように、共通電極ＭＩＴは、全ての画素ＰＩＸにわたって形成された平面状のべ
た電極である。これにより、走査線ＧＬ及び映像信号線ＳＬ等の配線が共通電極ＭＩＴに
よって覆われるので、走査線ＧＬ及び映像信号線ＳＬ等の配線で発生する電界を共通電極
ＭＩＴによって遮蔽することができる。つまり、ＴＦＴ層で発生する電界を共通電極ＭＩ
Ｔによってシールドすることができる。
【００６０】
　なお、共通電極ＭＩＴは薄膜平面状のべた電極であるが、共通電極ＭＩＴにおける走査
線ＧＬの上には、行方向に沿って延在する開口部（不図示）が形成されている。この共通
電極ＭＩＴの開口部には、第１絶縁膜ＰＡＳ、第２絶縁膜ＯＰＡＳ及び第３絶縁膜ＵＰＳ
の３層構造の絶縁層を貫通するコンタクトホールが設けられている。画素電極ＰＩＴは、
コンタクトホールを介して薄膜トランジスタＴＲのソース電極Ｓに接続されている。なお
、遮光体ＳＬＤは、平面視において、この共通電極ＭＩＴの開口部と重なる位置に形成さ
れている。
【００６１】
　また、画素電極ＰＩＴの上には配向膜ＰＩが形成されている。配向膜ＰＩは、第１透明
基材ＴＳＵＢ１の上方において、画素電極ＰＩＴを覆うように全ての画素ＰＩＸにわたっ
て形成されている。配向膜ＰＩは、液晶層ＬＣＬに接しており、液晶層ＬＣＬの液晶分子
の初期配向角度を制御する。本実施の形態では、液晶分子の初期配向角度を一定方向に揃
えるために、配向膜ＰＩにはラビング処理が施されている。
【００６２】
　図４及び図５に示すように、観察者側の第２基板ＳＵＢ２は、第１基板ＳＵＢ１に対向
する対向基板である。図５に示すように、第２基板ＳＵＢ２は、第２透明基材ＴＳＵＢ２
と、第２透明基材ＴＳＵＢ２に形成された遮光層ＢＭとを有する。第２透明基材ＴＳＵＢ
２は、第１透明基材ＴＳＵＢ１と同様に、例えば、ガラス基板等の透明基板である。
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【００６３】
　遮光層ＢＭは、黒色層であり、例えばカーボンブラックによって構成されている。遮光
層ＢＭは、第２透明基材ＴＳＵＢ２の液晶層ＬＣＬ側の面に形成される。本実施の形態に
おいて、遮光層ＢＭは、列方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸの境界部ごとに形成されてい
る。具体的には、遮光層ＢＭは、第１基板ＳＵＢ１における各走査線ＧＬを覆うように複
数形成されている。つまり、平面視において、各遮光層ＢＭは、各走査線ＧＬに重なって
いる。各遮光層ＢＭは、帯状であり、一定の幅で行方向に沿ってライン状に形成されてい
る。遮光層ＢＭの幅は、走査線ＧＬの幅よりも大きくなっており、走査線ＧＬは遮光層Ｂ
Ｍからはみ出さないように形成されている。このように、遮光層ＢＭを形成することによ
って、遮光層ＢＭによって外光等の光を遮光することができる。これにより、走査線ＧＬ
の表面で外光等の光が反射して画像品位が低下することを抑制できる。遮光層ＢＭの表面
には、オーバーコート層ＯＣが形成されている。
【００６４】
　なお、図４に示すように、本実施の形態では、行方向に隣り合う２つの画素ＰＩＸの境
界部には遮光層ＢＭが形成されておらず、映像信号線ＳＬが遮光層ＢＭで覆われていない
が、遮光層ＢＭは、走査線ＧＬだけではなく、映像信号線ＳＬを覆うように形成されてい
てもよい。つまり、遮光層ＢＭは、格子状に形成されていてもよい。
【００６５】
　また、液晶表示パネルＬＣＰがカラー画像を表示する場合、第２基板ＳＵＢ２は、カラ
ーフィルタを有するカラーフィルタ基板となる。この場合、例えば、各画素ＰＩＸに対応
して、赤色カラーフィルタ、青色カラーフィルタ及び緑色カラーフィルタのいずれかのカ
ラーフィルタが形成される。カラーフィルタは、遮光層ＢＭの間の領域（つまり遮光層Ｂ
Ｍの開口部）に形成される。一方、液晶表示パネルＬＣＰがモノクロ画像を表示する場合
は、第２基板ＳＵＢ２にはカラーフィルタが形成されない。
【００６６】
　このように構成される液晶表示パネルＬＣＰには、一対の偏光板（不図示）が貼り合わ
されている。例えば、一対の偏光板の一方が第１基板ＳＵＢ１の外面に形成され、一対の
偏光板の他方が第２基板ＳＵＢ２の外面に形成される。一対の偏光板は、偏光方向が互い
に直交するように配置されている。また、一対の偏光板には、位相差板が貼り合わされて
いてもよい。
【００６７】
　次に、本実施の形態に係る液晶表示パネルＬＣＰの作用効果について、本発明に至った
経緯も含めて説明する。
【００６８】
　液晶表示装置における液晶表示パネルのＴＦＴ基板には、薄膜トランジスタが形成され
ている。薄膜トランジスタの半導体層（チャネル層）に光が入射すると、薄膜トランジス
タの閾値電圧（Ｖｔｈ）が変動することが知られている。
【００６９】
　さらに、薄膜トランジスタの半導体層がアモルファスシリコンによって構成されている
場合には、アモルファスシリコンは光を吸収する特質を有するため、半導体層に光が入射
すると、薄膜トランジスタの閾値電圧が変動するだけではなく、フォトコン（光導電現象
）が発生し、オフリーク電流が増大する。
【００７０】
　このように、薄膜トランジスタの半導体層に光が入射すると、ＴＦＴ特性が変化し、液
晶表示装置の画像品位が低下するという課題がある。
【００７１】
　液晶表示パネルの薄膜トランジスタの半導体層に入射する光としては、液晶表示装置内
におけるバックライトからの光、又は、液晶表示装置の外部から入り込む光（外光）、あ
るいは、これらの光が液晶層で散乱した光（散乱光）等が考えられる。
【００７２】



(12) JP 2019-101116 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

　このため、従来の液晶表示パネルでは、薄膜トランジスタの半導体層を走査線等の金属
膜の上に形成したり、薄膜トランジスタの半導体層の上に遮光膜を形成したりすることで
、薄膜トランジスタの半導体層に入射しようとする光を遮光する技術が提案されている。
【００７３】
　しかしながら、このような技術を用いても、薄膜トランジスタのＴＦＴ特性の変動を十
分に抑制することができていない。
【００７４】
　そこで、本願発明者は、薄膜トランジスタのＴＦＴ特性が変動する原因について、光以
外に種々探ってみたものの、やはり薄膜トランジスタのＴＦＴ特性の変動を十分に抑制す
ることができなかった。
【００７５】
　そこで、本願発明者は、さらに検討した結果、薄膜トランジスタの半導体層に入射しよ
うとする光を十分に遮光しきれていないのではないかとの考えに至り、薄膜トランジスタ
の半導体層に入射する光の経路について種々検討した。
【００７６】
　その結果、走査線ＧＬの幅方向の端部の形状に起因して、液晶表示パネルの背面から入
射する光（バックライトの光等）の一部が薄膜トランジスタの半導体層に入射することを
突き止めた。この点について、図６及び図７を用いて説明する。図６は、従来の液晶表示
パネルＬＣＰＸの構成を示す断面図である。図７は、図６の破線で囲まれる領域VIIの拡
大図である。
【００７７】
　図６に示される従来の液晶表示パネルＬＣＰＸは、図５に示される実施の形態に係る液
晶表示パネルＬＣＰに対して、遮光体ＳＬＤが設けられていない構成である。
【００７８】
　走査線ＧＬを所定形状に形成する際、フォトリソグラフィ法及びウェットエッチング法
によって金属膜をパターニングする。このとき、金属膜が等方的にエッチングされるため
、図６及び図７に示すように、走査線ＧＬの幅方向の端部の側面が傾斜面（テーパ面）と
なって現れる。この場合、走査線ＧＬの端部の傾斜面の傾斜角は、金属膜の種類やエッチ
ャントの種類によって異なるが、一例として約４５°である。
【００７９】
　そして、走査線ＧＬの端部の側面が傾斜面になると、走査線ＧＬの端部を段差状に覆う
ゲート絶縁層ＧＩも走査線ＧＬの端部の上方において傾斜面を有することになる。同様に
、ゲート絶縁層ＧＩに順次積層される第１絶縁膜ＰＡＳ及び第２絶縁膜ＯＰＡＳも、走査
線ＧＬの端部の上方において傾斜面を有することになる。この結果、走査線ＧＬの端部の
上方において、ゲート絶縁層ＧＩと第１絶縁膜ＰＡＳとの界面が傾斜面になるとともに、
第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの界面が傾斜面になる。
【００８０】
　このとき、第１絶縁膜ＰＡＳに積層される第２絶縁膜ＯＰＡＳの屈折率が第１絶縁膜Ｐ
ＡＳの屈折率よりも小さくなっており、第２絶縁膜ＯＰＡＳの方が第１絶縁膜ＰＡＳより
も屈折率が大きい。このため、図７に示すように、液晶表示パネルＬＣＰＸの背面から入
射した光の一部は、走査線ＧＬの端部の上方における第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰ
ＡＳとの界面のうちの傾斜面（傾斜界面）で全反射することになる。この結果、液晶表示
パネルＬＣＰＸの背面から入射した光の一部は、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳ
との傾斜界面で全反射し、その後、図６に示すように、金属膜である走査線ＧＬの表面に
おける金属反射と、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの界面における全反射とを
繰り返して、薄膜トランジスタＴＲの半導体層ＳＣに向かってゲート絶縁層ＧＩ内を進行
し、半導体層ＳＣに到達する。
【００８１】
　このように、本願発明者が鋭意検討した結果、液晶表示パネルＬＣＰＸに入射した光の
一部が、走査線ＧＬの端部の傾斜面に起因して形成された第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜
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ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射することで、薄膜トランジスタＴＲの半導体層ＳＣ入射す
ることを突き止めた。
【００８２】
　本開示は、このような知見に基づいてなされたものであり、本願発明者は、ソース電極
Ｓ及びドレイン電極Ｄを形成するときの金属膜を利用して、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁
膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射する光を遮光する遮光体ＳＬＤを設けるという着想を得
た。
【００８３】
　具体的には、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの少なくとも一方と同層に形成された遮
光体ＳＬＤを、走査線ＧＬの上方かつ半導体層ＳＣの側方に形成し、かつ、ゲート絶縁層
ＧＩに形成されたコンタクトホールＣＨを介して走査線ＧＬに接続している。
【００８４】
　この構成により、図８に示すように、液晶表示パネルＬＣＰに入射した光の一部が、走
査線ＧＬの端部の上方に形成された第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面
で全反射すること等によってゲート絶縁層ＧＩ内を進行したとしても、この光が半導体層
ＳＣに到達することを抑制できる。
【００８５】
　具体的には、遮光体ＳＬＤと走査線ＧＬとがゲート絶縁層ＧＩに形成されたコンタクト
ホールＣＨで接続されているため、コンタクトホールＣＨ内には遮光体ＳＬＤが存在する
。つまり、ゲート絶縁層ＧＩ内に遮光体ＳＬＤからなる遮光壁が形成されている。これに
より、半導体層ＳＣに向かってゲート絶縁層ＧＩ内を進行する光は、このコンタクトホー
ルＣＨ内に存在する遮光体ＳＬＤによって反射することでブロックされる。この結果、液
晶表示パネル１に入射した光が半導体層ＳＣに入射することを抑制することができる。し
たがって、半導体層ＳＣに光が入射することで薄膜トランジスタＴＲの閾値電圧が変動す
ることを抑制することができる。この結果、液晶表示パネルＬＣＰの画像品位が低下する
ことを抑制できる。
【００８６】
　また、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰでは、平面視において、遮光体ＳＬ
Ｄが、走査線ＧＬの幅方向の端部と半導体層ＳＣとの間に位置している。
【００８７】
　この構成により、走査線ＧＬの幅方向の端部の横から液晶表示パネルＬＣＰに入射する
光が薄膜トランジスタＴＲの半導体層ＳＣに入射することを効果的に抑制することができ
る。
【００８８】
　特に、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰでは、走査線ＧＬの幅方向の端部の
側面が傾斜面となっている。また、第２絶縁膜ＯＰＡＳの屈折率が第１絶縁膜ＰＡＳの屈
折率よりも小さくなっている。
【００８９】
　これにより、液晶表示パネルＬＣＰに入射した光の一部は、走査線ＧＬの幅方向の端部
の側面（傾斜面）に起因して形成された第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜
界面で全反射し、半導体層ＳＣに向かってゲート絶縁層ＧＩ内を進行することになるが、
本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰでは、ゲート絶縁層ＧＩに形成されたコンタ
クトホールＣＨ内に遮光体ＳＬＤが存在するので、全反射した光は、このコンタクトホー
ルＣＨ内に存在する遮光体ＳＬＤによって反射してブロックされる。この結果、第１絶縁
膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射した光が半導体層ＳＣに入射するこ
とを効果的に抑制することができる。
【００９０】
　また、本実施の形態において、遮光体ＳＬＤは、ゲート絶縁層ＧＩの上に位置する第１
遮光部ＳＬＤＰ１と、ゲート絶縁層ＧＩのコンタクトホールＣＨ内に位置する第２遮光部
ＳＬＤＰ２とを含む。
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【００９１】
　この構成により、コンタクトホールＣＨ内の第２遮光部ＳＬＤＰ２が遮光壁となるので
、半導体層ＳＣに向かってゲート絶縁層ＧＩ内を進行する光を、第２遮光部ＳＬＤＰ２に
よって反射させてブロックすることができる。これにより、半導体層ＳＣに光が入射する
ことを効果的に抑制することができる。しかも、第１遮光部ＳＬＤＰ１が、ゲート絶縁層
ＧＩを覆う上壁となるので、ゲート絶縁層ＧＩから液晶層ＬＣＬの方向に迷光が漏れるこ
とを抑制することもできる。したがって、液晶表示パネルＬＣＰの画像品位が低下するこ
とを一層抑制できる。
【００９２】
　特に、本実施の形態では、走査線ＧＬの幅方向における第１遮光部ＳＬＤＰ１の外側先
端部が走査線ＧＬの上に位置している。
【００９３】
　この構成により、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射した光
は、走査線ＧＬと遮光体ＳＬＤの第１遮光部ＳＬＤＰ１との間におけるゲート絶縁層ＧＩ
内を進行することになるが、第２遮光部ＳＬＤＰ２によって、ゲート絶縁層ＧＩ内を進行
して半導体層ＳＣに向かって進行する光を効果的に遮光することができる。
【００９４】
　また、本実施の形態において、走査線ＧＬの幅方向における第１遮光部ＳＬＤＰ１の上
壁面の長さは、第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面の長さよりも長くなっている。
【００９５】
　この構成により、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射してゲ
ート絶縁層ＧＩ内を進行する光を、第１遮光部ＳＬＤＰ１の上壁面と第２遮光部ＳＬＤＰ
２の側壁面とで囲まれる空間でトラップすることができる。これにより、第１絶縁膜ＰＡ
Ｓと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射した光が迷光となって再び液晶表示パネル
ＬＣＰ内に進行することを抑制できる。したがって、液晶表示パネルＬＣＰの画像品位が
低下することを一層抑制できる。
【００９６】
　また、本実施の形態において、コンタクトホールＣＨの内側面は、傾斜面である。
【００９７】
　この構成により、第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面が傾斜面となるので、第１絶縁膜ＰＡ
Ｓと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射してゲート絶縁層ＧＩ内を進行する光を、
第１遮光部ＳＬＤＰ１の上壁面と第２遮光部ＳＬＤＰ２の側壁面とで囲まれる空間内で、
より効率よくトラップすることができる。
【００９８】
　また、本実施の形態において、遮光体ＳＬＤは、半導体層ＳＣを挟んで一対形成されて
いる。
【００９９】
　この構成により、半導体層ＳＣの全側方のうち一対の遮光体ＳＬＤが形成されている２
つの側方において、半導体層ＳＣに向かってくる光を一対の遮光体ＳＬＤによって遮光す
ることができる。
【０１００】
　さらに、本実施の形態において、一対の遮光体ＳＬＤは、走査線ＧＬの幅方向に並んで
いる。
【０１０１】
　上記のように、走査線ＧＬの幅方向の端部はエッチングにより傾斜面が形成されやすい
ので、走査線ＧＬの幅方向の両端部の各々の上方には、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜Ｏ
ＰＡＳとの界面に傾斜面が形成されやすい。このため、特に走査線ＧＬの幅方向の両端部
の各々において、液晶表示パネルＬＣＰの背面から入射した光の一部が第１絶縁膜ＰＡＳ
と第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射して半導体層ＳＣに向かって進行することに
なる。そこで、一対の遮光体ＳＬＤを走査線ＧＬの幅方向に並べることで、走査線ＧＬの



(15) JP 2019-101116 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

幅方向の両端部の各々の上方における第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界
面で全反射して半導体層ＳＣに向かう光を効果的に抑制することができる。
【０１０２】
　また、本実施の形態において、薄膜トランジスタＴＲの半導体層ＳＣは、アモルファス
シリコンによって構成されている。
【０１０３】
　上記のように、アモルファスシリコンは光を吸収する特質を有するため、アモルファス
シリコンによって構成された半導体層ＳＣに光が入射すると、薄膜トランジスタＴＲの閾
値電圧が変動するだけではなく、フォトコンの発生によりオフリーク電流が増大する。
【０１０４】
　これに対して、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰでは、上記のように、遮光
体ＳＬＤが設けられているので、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で
全反射した光を遮光体ＳＬＤによって遮光し、薄膜トランジスタＴＲの半導体層ＳＣに光
が入射することを抑制できる。これにより、薄膜トランジスタＴＲの閾値電圧が変動する
ことを抑制だけではなく、フォトコンの発生を抑制してオフリーク電流が増大することを
抑制することもできる。この結果、アモルファスシリコンによって構成された半導体層を
チャネル層とする薄膜トランジスタＴＲを有する液晶表示パネルＬＣＰであっても、画像
品位が低下することを効果的に抑制することができる。
【０１０５】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２に係る液晶表示パネルＬＣＰ’について、図９を用いて説明する。
図９は、実施の形態２に係る液晶表示パネルＬＣＰ’の断面図である。
【０１０６】
　図９に示すように、本実施の形態に係る液晶表示パネルＬＣＰ’は、薄膜トランジスタ
ＴＲの半導体層ＳＣに向かう光を遮光するガード構造として、第１遮光体ＳＬＤ１及び第
２遮光体ＳＬＤ２を備える。
【０１０７】
　本実施の形態における第１遮光体ＳＬＤ１は、上記実施の形態１における遮光体ＳＬＤ
と同じである。つまり、本実施の形態に係る液晶表示パネルＬＣＰ’は、上記実施の形態
１に係る液晶表示パネルＬＣＰに対して、さらに、第２遮光体ＳＬＤ２が付加された構成
となっている。
【０１０８】
　第２遮光体ＳＬＤ２は、半導体層ＳＣを覆うように半導体層ＳＣの上方に形成されてい
る。具体的には、第２遮光体ＳＬＤ２は、第１絶縁膜ＰＡＳの上に形成されている。つま
り、第２遮光体ＳＬＤ２は、半導体層ＳＣを覆う第１絶縁膜ＰＡＳを介して半導体層ＳＣ
の上方に形成されている。
【０１０９】
　本実施の形態において、第２遮光体ＳＬＤ２は、半導体層ＳＣを覆っているだけではな
く、一対の第１遮光体ＳＬＤ１も覆っている。つまり、第２遮光体ＳＬＤ２は、一対の第
１遮光体ＳＬＤ１の一方から他方にわたって形成されている。なお、第２遮光体ＳＬＤ２
は、図９に示すように、一対の第１遮光体ＳＬＤ１の一部に平面視で重なっていてもよい
し、一対の第１遮光体ＳＬＤ１の全体に平面視で重なっていてもよい。
【０１１０】
　第１遮光体ＳＬＤ１は、上記実施の形態１と同様に、可視光を反射することによって遮
光するものであるが、第２遮光体ＳＬＤ２は、可視光を吸収することによって遮光するも
のである。具体的には、第２遮光体ＳＬＤ２は、可視光を吸収する材料によって構成され
た光吸収膜である。本実施の形態において、第２遮光体ＳＬＤ２は、アモルファスシリコ
ンによって構成されている。
【０１１１】
　本実施の形態では、さらに、第２遮光体ＳＬＤ２を覆うように第１絶縁膜ＰＡＳの上に
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層間絶縁膜ＰＡＳ２が設けられており、第２絶縁膜ＯＰＡＳは、この層間絶縁膜ＰＡＳ２
の上に形成されている。層間絶縁膜ＰＡＳ２は、例えば、窒化シリコン膜等の無機材料か
らなる無機絶縁膜（例えば３００ｎｍ）によって構成されており、プラズマＣＶＤによっ
て形成することができる。なお、層間絶縁膜ＰＡＳ２は、設けられていなくてもよい。つ
まり、第２遮光体ＳＬＤ２の上に第２絶縁膜ＯＰＡＳが直接積層されていてもよい。
【０１１２】
　以上、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰ’によれば、上記実施の形態１にお
ける液晶表示パネルＬＣＰと同様に、ソース電極Ｓ及びドレイン電極Ｄの少なくとも一方
と同層に形成された第１遮光体ＳＬＤ１を、走査線ＧＬの上方かつ半導体層ＳＣの側方に
形成し、かつ、ゲート絶縁層ＧＩに形成されたコンタクトホールＣＨを介して走査線ＧＬ
に接続している。
【０１１３】
　この構成により、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射するこ
と等して半導体層ＳＣに向かってゲート絶縁層ＧＩ内を進行する光を、遮光体ＳＬＤによ
って遮光することができる。
【０１１４】
　しかも、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰ’では、半導体層ＳＣを覆うよう
に第２遮光体ＳＬＤ２が形成されている。
【０１１５】
　この構成により、半導体層ＳＣの上から半導体層ＳＣに向かってくる光を第２遮光体Ｓ
ＬＤ２によって遮光することができる。
【０１１６】
　このように、本実施の形態では、半導体層ＳＣの側方から半導体層ＳＣに向かってくる
光が半導体層ＳＣに入射することを抑制するだけではなく、半導体層ＳＣの上方から半導
体層ＳＣに向かってくる光が半導体層ＳＣに入射することを抑制することもできる。した
がって、本実施の形態における液晶表示パネルＬＣＰ’は、上記実施の形態における液晶
表示パネルＬＣＰと比べて、半導体層ＳＣに光が入射することによって薄膜トランジスタ
ＴＲの閾値電圧が変動することを一層抑制することができる。これにより、液晶表示パネ
ルＬＣＰ’の画像品位が低下することを一層抑制できる。
【０１１７】
　また、本実施の形態において、第２遮光体ＳＬＤ２は、アモルファスシリコンによって
構成されている。
【０１１８】
　この構成により、半導体層ＳＣの上方から半導体層ＳＣに向かってくる光を第２遮光体
ＳＬＤ２によって吸収することで遮光することができる。これにより、半導体層ＳＣの上
方から半導体層ＳＣに向かってくる光が第２遮光体ＳＬＤ２で反射や散乱して迷光となっ
て再び液晶表示パネルＬＣＰ’内に進行することを抑制できる。したがって、液晶表示パ
ネルＬＣＰ’の画像品位が低下することを一層抑制できる。
【０１１９】
　なお、第２遮光体ＳＬＤ２の材料は、アモルファスシリコンに限るものではなく、光を
吸収する材料であれば、カーボンブラック又は色レジスト等の光吸収膜であってもよい。
また、第２遮光体ＳＬＤ２は、光を吸収するものに限らず、第１遮光体ＳＬＤ１と同様に
、光を反射するものであってもよい。
【０１２０】
　（変形例）
　以上、本開示に係る液晶表示パネル及び液晶表示装置について、実施の形態１、２に基
づいて説明したが、本開示は、上記実施の形態１、２に限定されるものではない。
【０１２１】
　例えば、上記実施の形態１における遮光体ＳＬＤでは、走査線ＧＬの幅方向における第
１遮光部ＳＬＤＰ１の外側先端部が走査線ＧＬの上に位置していたが、これに限らない。



(17) JP 2019-101116 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

例えば、図１０に示すように、第１遮光部ＳＬＤＰ１が走査線ＧＬの幅方向の端部を超え
る位置まで延在していてもよい。つまり、走査線ＧＬの幅方向における第１遮光部ＳＬＤ
Ｐ１の外側先端部が、走査線ＧＬの幅方向の端縁よりも外方に位置していてもよい。この
構成により、第１絶縁膜ＰＡＳと第２絶縁膜ＯＰＡＳとの傾斜界面で全反射してゲート絶
縁層ＧＩ内を進行する光に限らず、その他の経路でゲート絶縁層ＧＩ内を進行する光を遮
光することができる。
【０１２２】
　また、上記実施の形態１において、遮光体ＳＬＤは、半導体層ＳＣにおける走査線ＧＬ
の幅方向の側方（図３では半導体層ＳＣの２つの長辺側）の各々に対向するように２つの
み設けられていたが、これに限らない。例えば、図１１に示すように、遮光体ＳＬＤは、
平面視において半導体層ＳＣを囲むように設けられていてもよい。具体的には、遮光体Ｓ
ＬＤは、列方向における半導体層ＳＣの２つの側方の各々と、行方向の半導体層ＳＣの２
つの側方（図１１では半導体層ＳＣの短辺側）の一方とに対向するように、３つ設けられ
ていてもよい。さらに、遮光体ＳＬＤは、複数に分離して形成されているのではなく、図
１２に示すように、半導体層ＳＣを囲むように一体に形成された１つの遮光体ＳＬＤであ
ってもよい。なお、図１２では、遮光体ＳＬＤの平面視形状を略「コ」の字状としたが、
これに限らない。このように、半導体層ＳＣの列方向の側方だけではなく列方向の側方に
も遮光体ＳＬＤを設けることによって、走査線ＧＬの幅方向（列方向）の端部の横から液
晶表示パネルＬＣＰに入射する光のうち、半導体層ＳＣの行方向の側方に回り込んでくる
光についても、半導体層ＳＣに入射することを抑制することができる。
【０１２３】
　また、上記実施の形態１、２において、画素電極ＰＩＴにおける複数のライン電極ＰＩ
ＴＬは、２つの連結電極ＰＩＴＣによって連結されていたが、画素ＰＩＸ内の薄膜トラン
ジスタＴＲから遠い側の連結電極ＰＩＴＣについては設けなくてもよい。この場合、画素
電極ＰＩＴは、複数のライン電極ＰＩＴＬによって構成された櫛歯状の電極となる。
【０１２４】
　また、上記実施の形態では、映像信号線ＳＬと薄膜トランジスタＴＲのドレイン電極Ｄ
とを接続し、画素電極ＰＩＴと薄膜トランジスタＴＲのソース電極Ｓとを接続したが、こ
れに限らない。例えば、映像信号線ＳＬと薄膜トランジスタＴＲのソース電極Ｓとを接続
し、画素電極ＰＩＴと薄膜トランジスタＴＲのドレイン電極Ｄとを接続してもよい。
【０１２５】
　また、上記実施の形態１、２において、画素電極ＰＩＴの複数本のライン電極ＰＩＴＬ
は、列方向に沿って延在していたが、これに限らない。すなわち、複数本のライン電極Ｐ
ＩＴＬの一部又は全部は、行方向に沿って延在していてもよい。この場合、複数本のライ
ン電極ＰＩＴＬは、行方向に平行に延在する場合に限らず、行方向に対して傾斜して延在
していてもよいし、略「へ」の字状に屈曲していてもよい。
【０１２６】
　また、上記実施の形態１、２における液晶表示装置では、１枚の液晶表示パネルを用い
たが、これに限るものではなく、重ね合わせた２枚の液晶表示パネルを用いてもよい。こ
の場合、観察者側にカラー画像を表示する第１の液晶表示パネルを配置し、バックライト
側にモノクロ画像を表示する第２の液晶表示パネルを配置するとよい。このように、２枚
の液晶表示パネルを用いることで、１枚の液晶表示パネルの場合よりも、コントラスト比
を大幅に向上させることができる。
【０１２７】
　その他、上記実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られ
る形態や、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態及び変形例における構成要素及び
機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
【符号の説明】
【０１２８】
　ＬＣＤ　　　液晶表示装置
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　ＬＣＰ、ＬＣＰ’　　　液晶表示パネル
　ＢＬ　　　　バックライト
　ＰＤＣ　　　液晶表示パネル駆動回路
　ＳＤＣ　　　ソースドライバ
　ＧＤＣ　　　ゲートドライバ
　ＩＰＵ　　　画像処理部
　ＤＳＰ　　　画像表示領域
　ＰＩＸ　　　画素
　ＳＬ　　　　映像信号線
　ＧＬ　　　　走査線
　ＰＩＴ　　　画素電極
　ＰＩＴＬ　　ライン電極
　ＰＩＴＣ　　連結電極
　ＭＩＴ　　　共通電極
　ＴＲ　　　　薄膜トランジスタ
　Ｄ　　　　　ドレイン電極
　Ｇ　　　　　ゲート電極
　Ｓ　　　　　ソース電極
　ＳＣ　　　　半導体層
　ＧＩ　　　　ゲート絶縁層
　ＳＵＢ１　　第１基板
　ＳＵＢ２　　第２基板
　ＬＣＬ　　　液晶層
　ＴＳＵＢ１　第１透明基材
　ＴＳＵＢ２　第２透明基材
　ＳＬＤ　　　遮光体
　ＳＬＤ１　　第１遮光体
　ＳＬＤ２　　第２遮光体
　ＳＬＤＰ１　第１遮光部
　ＳＬＤＰ２　第２遮光部
　ＰＩ　　　　配向膜
　ＰＡＳ　　　第１絶縁膜
　ＯＰＡＳ　　第２絶縁膜
　ＵＰＳ　　　第３絶縁膜
　ＣＨ　　　　コンタクトホール
　ＢＭ　　　　遮光層
　ＯＣ　　　　オーバーコート層
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